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(57) Abstract: The invention concerns a method
/'\1 5 for treating a structure comprising a thin Ge layer
on a substrate, said layer having been previously

/
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treatment for improving the electrical properties
of the layer and/or of the interface of the Ge

layer with the underlying layer. The invention
A is characterized in that said treatment is a heat
treatment implemented at a temperature ranging
between 5000C and 6000C for a maximum of
3 hours. The invention also concerns a method
for producing a structure comprising a Ge layer,
the method including bonding a donor substrate
comprising at least in its upper part a thin Ge layer and a receiver substrate, characterized in that it includes the following steps: (a)
bonding the donor substrate to the receiver substrate such that the Ge layer is located in the neighborhood of the bonding interface;
(b) eliminating part of the donor substrate not including the Ge layer; (c) treating the structure comprising the receiver substrate
and the Ge layer in accordance with the treatment method.
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(57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de traitement d'une structure comprenant une couche mince de Ge sur un substrat,
& ladite couche ayant été préalablement collée au substrat, le procédé comprenant un traitement pour améliorer les propriétés élec-
R triques de la couche et/ou de l'interface de la couche de Ge avec la couche sous-jacente, caractérisé en ce que ledit traitement est un
& traitement thermique mis en ceuvre a une température comprise entre 5000C et 6000C pendant au maximum 3 heures. L'invention
& concerne aussi un procédé de réalisation d'une structure comprenant une couche de Ge, le procédé comprenant un collage entre un
substrat donneur comportant au moins dans sa partie supérieure une couche mince de Ge et un substrat récepteur, caractérisé en ce
qu'il comprend les étapes suivantes : (a) collage du substrat donneur au substrat récepteur de sorte que la couche de Ge se trouve au
voisinage de l'interface de collage ; (b) retrait de la partie du substrat donneur ne comprenant pas la couche de Ge ; (c) traitement de
la structure comprenant le substrat récepteur et la couche de Ge conformément audit procédé de traitement.
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